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成果摘要： 

该抛光剂针对1990年以来国际上ULSI制备中对铜布线化学机械全局平面化（CMP）急待解决的问题，能有效控制铜离

子沾污，具有高速率、低损伤、高选择性，高清洁等优点，在理论与工程技术上取得了创造性突破，获得具有工业规模

应用前景的CMP抛光剂，其创新点如下：（1）首次提出用大分子具有环烷羟胺分子强络合加螯合且易溶解的CMP动力

学过程和机理模型。（2）选用无污染粒径约20nm，浓度在40％wt以上水溶胶为磨料。（3）选用无离子H_2O_2为氧

化剂。（4）用羟胺做Ph调制剂、缓冲剂、助氧剂、络合剂，实现一剂多功能简化成份降低成本。（5）选用无金属离

子、水溶具有十三螯合环的强螯合剂，有效制离子沾污。（6）抛光后选用复合高渗透无离子表面活性剂处理，获得洁

净表面。获得了无金属杂质沾污，高速率，低粒径，低损伤，高选择，高洁净的ULSI多层铜布线CMP抛光剂，达到国

际领先水平，为微电子第三代布线做出创造性贡献。该成果已在中科院微电子中心0.35μm集成电路制作中应用效果很

好。 
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